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(54) Plasmabildschirm mit erhéhter Luminanz

(57) Die Erfindung beschreibt einen Plasmabild-
schirm, insbesondere einen AC-Plasmabildschirm, mit
erhdhter Luminanz. Die Frontplatte (1) weist eine Glas-
platte (3), auf der eine dielektrische Schicht (4), eine
UV-Licht reflektierende Schicht (8) und eine Schutz-
schicht (5) aufgebracht sind, auf. Die UV-Licht reflektie-

rende Schicht (8) zeigt eine hohe Reflexion im Wellen-
langenbereich der Plasmaemission (> 172 nm) und eine
hohe Transmission im sichtbaren Wellenlangenbereich.
Die UV-Licht reflektierende Schicht (8) reflektiert
UV-Licht (12), welches in Richtung Frontplatte (1) emit-
tiert wird, in Richtung der Leuchtstoffe (10) zurtck.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Plasmabildschirm
ausgerustet mit einer Frontplatte, die eine Glasplatte,
auf der eine dielektrische Schicht, und eine Schutz-
schicht aufgebracht sind, aufweist, mit einer Tragerplat-
te ausgestattet mit einer Leuchtstoffschicht, mit einer
Rippenstruktur, die den Raum zwischen Frontplatte und
Tragerplatte in Plasmazellen, die mit einem Gas gefilllt
sind, aufteilt, mit einem oder mehreren Elektroden-Ar-
rays auf der Frontplatte und der Tragerplatte zur Erzeu-
gung von stillen elektrischen Entladungen in den Plas-
mazellen.

[0002] Plasmabildschirme ermdglichen Farbbilder
mit hoher Aufldsung, grofRer Bildschirmdiagonale und
sind von kompakter Bauweise. Ein Plasmabildschirm
weist eine hermetisch abgeschlossene Glaszelle, die
mit einem Gas geflllt ist, mit gitterférmig angeordneten
Elektroden auf. Durch Anlegen einer elektrischen Span-
nung wird eine Gasentladung hervorgerufen, die Licht
im ultravioletten Bereich erzeugt. Durch Leuchtstoffe
kann dieses Licht in sichtbares Licht umgewandelt und
durch die Frontplatte der Glaszelle zum Betrachter emit-
tiert werden.

[0003] Plasmabildschirme werden in zwei Klassen
unterteilt: DC-Plasmabildschirme und AC-Plasmabild-
schirme. Bei den DC-Plasmabildschirmen stehen die
Elektroden im direkten Kontakt mit dem Plasma. Bei
AC-Plasmabildschirmen sind die Elektroden durch eine
dielektrische Schicht von dem Plasma getrennt.
[0004] In einem typischen AC-Plasmabildschirm ist
die dielektrische Schicht noch mit einer Schicht aus
MgO (berschichtet. MgO besitzt einen hohen ionenin-
duzierten Sekundarelektronenemissionskoeffizienten
und verringert so die Zlindspannung des Gases. Auler-
dem ist MgO resistent gegen Sputtering durch positiv
geladene lonen des Plasmas.

[0005] Als Gas wird heutzutage meist ein Edelgasge-
misch mit Xenon als UV-Licht generierender Kompo-
nente verwendet. Das bei der Plasmaentladung gene-
rierte Licht liegt im vakuumultravioletten (VUV) Bereich.
Die Emissionswellenlange von Xe liegt bei 147 nm und
die Emissionswellenlange des angeregten Xe,-Exci-
mers liegt bei 172 nm.

[0006] Die Luminanz eines Plasmabildschirms hangt
zu einem grofRen Teil von der Effizienz des VUV-Lichtes
ab, die Leuchtstoffe anzuregen. Um die Luminanz zu
erhohen ist in der JP 2000-011895 ein Plasmabild-
schirm beschrieben, der auf der dielektrischen Schicht
eine UV-Licht reflektierende Schicht aufweist. Die
UV-Licht reflektierende Schicht enthalt eine Schichtab-
folge von Materialien mit unterschiedlichen Brechungs-
indices. Die Herstellung dieser Schichten ist sehr auf-
wendig und teuer.

[0007] Nachteilig ist, dass keine Schicht aus MgO auf
der UV-Licht reflektierenden Schicht aufgebracht wer-
den kann, da die Schicht aus MgO nicht durchlassig fir
VUV-Licht ist
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[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Plasmabildschirm mit verbesserter Luminanz be-
reitzustellen.

[0009] Diese Aufgabe wird geldst, durch einen Plas-
mabildschirm ausgerustet mit einer Frontplatte, die eine
Glasplatte, auf der eine dielektrische Schicht, eine
UV-Licht reflektierenden Schicht und eine Schutz-
schicht aufgebracht sind, aufweist, mit einer Tragerplat-
te ausgestattet mit einer Leuchtstoffschicht, mit einer
Rippenstruktur, die den Raum zwischen Frontplatte und
Tragerplatte in Plasmazellen, die mit einem Gas gefillt
sind, aufteilt, mit einem oder mehreren Elektroden-Ar-
rays auf der Frontplatte und der Tragerplatte zur Erzeu-
gung von stillen elektrischen Entladungen, bei denen
UV-Licht mit einer Wellenldnge > 172 nm entsteht, in
den Plasmazellen.

[0010] Es ist bevorzugt, dass bei den stillen elektri-
schen Entladungen UV-Licht mit einer Wellenldnge zwi-
schen 200 und 350 nm entsteht.

[0011] Durch die Verwendung von UV-Licht mit einer
Wellenldnge > 172 nm, insbesondere im bereich von
200 bis 350 nm, zur Anregung der Leuchtstoffe, kann
auf der Frontplatte neben der UV-Licht reflektierenden
Schicht eine Schutzschicht aufgebracht werden, welche
sich vorteilhaft auf die Zlindspannung des Gases aus-
wirkt. Auflerdem wird durch die UV-Licht reflektierende
Schicht die Luminanz des Plasmabildschirms erhéht, da
UV-Licht, welches in Richtung Frontplatte emittiert wur-
de, durch die UV-Licht reflektierende Schicht in Rich-
tung der Leuchtstoffe reflektiert wird.

[0012] Es ist besonders bevorzugt, dass das Gas
ausgewahlt ist aus der Gruppe Quecksilberdampf, Ne/
N, und der Edelgashalogenide.

[0013] Diese Gase emittieren bei einer Plasmaentla-
dung Licht mit einer Wellenlange > 172 nm.

[0014] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die UV-Licht
reflektierende Schicht ein Material ausgewahlt aus der
Gruppe der Metalloxide, Metallfluoride, der Metallphos-
phate, der Metallpolyphosphate, der Metallmetaphos-
phate, der Metallborate und Diamant enthalt.

[0015] Diese Materialien zeigen im Wellenlangenbe-
reich von 173 bis 700 nm keine oder nur geringe Ab-
sorption und widerstehen den hohen Temperaturen
wahrend der Herstellung eines Plasmabildschirms.
[0016] Es ist besonders bevorzugt, dass die UV-Licht
reflektierende Schicht Teilchen mit einem Teilchen-
durchmesser kleiner 300 nm enthalt.

[0017] Es ist ganz besonders bevorzugt, dass die
UV-Licht reflektierende Schicht Teilchen mit einem Teil-
chendurchmesser zwischen 20 nm und 150 nm enthalt.
[0018] Teilchen dieses Durchmessers weisen eine
deutlich gréRere Lichtstreuung im UV-Wellenlangenbe-
reich als im sichtbaren Wellenlangenbereich auf.
[0019] Es ist vorteilhaft, dass die UV-Licht reflektie-
rende Schicht eine Dicke von 0.5 um bis 5 um aufweist.
[0020] Neben dem Streuverhalten der einzelnen (iso-
lierten) Teilchen und seine Wellenldangenabhéangigkeit,
spielt auch die Dicke der Schicht aus streuenden Teil-
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chen eine Rolle. Durch Verwendung von Teilchen mit
einem Teilchendurchmesser kleiner 300 nm, insbeson-
dere mit einem Teilchendurchmesser zwischen 20 und
150 nm, sowie einer Schichtdicke von 0.5 um bis 5 um
wird eine UV-Licht reflektierende Schicht erhalten, die
im Wellenl&dngenbereich der Plasmaemission stark re-
flektiert und im Bereich der sichtbaren Emission der
Leuchtstoffe transmittiert.

[0021] Im folgenden soll anhand von zwei Figuren
und zwei Ausfiihrungsbeispielen die Erfindung naher
erlautert werden. Dabei zeigt

Fig. 1 den Aufbau und das Funktionsprinzip einer
einzelnen Plasmazelle in einem AC-Plasma-
bildschirm und

Fig. 2 das Reflexionsverhalten einer erfindungsge-
mafRen UV-Licht reflektierenden Schicht.

[0022] Gemal Fig. 1 weist eine Plasmazelle eines

AC-Plasmabildschirms mit einer koplanaren Anordnung
der Elektroden eine Frontplatte 1 und eine Tragerplatte
2 auf. Die Frontplatte 1 enthélt eine Glasplatte 3, auf der
eine dielektrische Schicht 4, auf der dielektrischen
Schicht eine UV-Licht reflektierende Schicht 8 und dar-
auf eine Schutzschicht 5 aufgebracht sind. Die Schutz-
schicht 5 ist bevorzugt aus MgO und die dielektrische
Schicht 4 ist beispielsweise aus PbO-haltigem Glas. Auf
der Glasplatte 3 sind parallele, streifenférmige Entla-
dungselektroden 6,7 aufgebracht, die von der dielektri-
schen Schicht 4 bedeckt sind. Die Entladungselektro-
den 6,7 sind zum Beispiel aus Metall oder ITO. Die Tra-
gerplatte 2 ist aus Glas und auf der Tragerplatte 2 sind
parallele, streifenformige, senkrecht zu den Entla-
dungselektroden 6,7 verlaufende Adresselektroden 11
aus beispielsweise Ag aufgebracht. Diese sind von ei-
ner Leuchtstoffschicht 10, die Licht in einer der drei
Grundfarben rot, griin oder blau emittiert, bedeckt. Dazu
ist die Leuchtstoffschicht in mehrere Farbsegmente un-
terteilt. Ublicherweise sind die rot-, griin- bzw. blau-emit-
tierenden Farbsegmente der Leuchtstoffschicht 10 in
Form von senkrechten Streifentripeln aufgebracht. Die
einzelnen Plasmazellen sind durch eine Rippenstruktur
13 mit Trennrippen aus vorzugsweise dielektrischem
Material getrennt.

[0023] In der Plasmazelle, als auch zwischen den
Entladungselektroden 6,7, von denen jeweils eine im
Wechsel als Kathode bzw. Anode wirkt, befindet sich ein
Gas, welches bei einer Plasmaentladung Licht emittiert,
wobei das Maximum der emittierten Wellenlédnge > 172
nm ist. Vorzugsweise wird bei der Plasmaentladung
Licht in einem Wellenlangenbereich zwischen 200 und
350 nm erzeugt. Nach Zindung der Oberflachenentla-
dung, wodurch Ladungen auf einem zwischen den Ent-
ladungselektroden 6,7 im Plasmabereich 9 liegenden
Entladungsweg flieRen kénnen, bildet sich im Plasma-
bereich 9 ein Plasma, durch das je nach der Zusammen-
setzung des Gases Strahlung 12 im UV-Bereich erzeugt
wind. Diese Strahlung 12 regt die Leuchtstoffschicht 10
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zum Leuchten an, die sichtbares Licht 14 in einer der
drei Grundfarben emittiert, das durch die Frontplatte 1
nach auf3en tritt und somit einen leuchtenden Bildpunkt
auf dem Bildschirm darstellt.

[0024] Zur Herstellung einer Frontplatte 1 mit einer
UV-Licht reflektierenden Schicht 8 werden zunachst auf
einer Glasplatte 3, deren GréRe der gewiinschten Bild-
schirmgrofe entspricht, mittels Aufdampfverfahren die
Entladungselektroden 6,7 aufgebracht. Anschliefend
wird die dielektrische Schicht 4 aufgebracht.

[0025] Fdirdie Herstellung der UV-Licht reflektierende
Schicht 8 werden zunachst Suspensionen der Teilchen
mit dem gewilnschten Teilchendurchmesser herge-
stellt. Als Teilchen kdnnen beispielsweise Oxide, Fluo-
ride, Phosphate, Metaphosphate oder Polyphosphate
von verschiedenen Hauptgruppen- oder Nebengrup-
penmetallen verwendet werden. Als Oxide kénnen zum
Beispiel die Oxide der 1. Hauptgruppe wie Li,O oder
Oxide der 2. Hauptgruppe wie MgO, CaO, SrO sowie
BaO oder Oxide der 3. Hauptgruppe wie zum Beispiel
B,03 und Al,O5 oder Oxide der 3. Nebengruppe wie
Sc,03, Y505 und La,O4 oder Oxide der 4. Hauptgruppe
wie beispielsweise SiO,, GeO, und SnO, oder Oxide
der 4. Nebengruppe wie TiO,, ZrO, und HfO, oder ge-
mischte Oxide wie MgAl,O,, CaAl,O, oder BaAl,O, ein-
gesetzt werden. Als Fluoride kdnnen zum Beispiel Fluo-
ride der 1. Hauptgruppe wie LiF, NaF, KF, RbF und CsF
oder Fluoride der 1. Nebengruppe wie AgF oder Fluori-
de der 2. Hauptgruppe wie MgF,, CaF,, SrF, und BaF,
oder Fluoride der 3. Hauptgruppe wie AlF; oder Fluoride
der 4. Hauptgruppe wie PbF, oder Fluoride der 1. Ne-
bengruppe wie CuF, oder Fluoride der 2. Nebengruppe
wie ZnF, oder Fluoride der Lanthaniden wie LaF3, CeF,,
PrF3, SmF3, EuFs;, EuF,, GdF3, YbF3 und LuF5 oder ge-
mischte Fluoride wie LiMgF3, NasAlFg und KMgF5 zum
Einsatz kommen. Als Phosphate kénnen beispielsweise
Phosphate der 1. Hauptgruppe wie LizPO,, NazPO,,
K3PO,4, RbsPO, und Cs3PO, oder Phosphate der 2.
Hauptgruppe wie Mg;(PO,),, Casz(POy),, Sri(PO4),
oder Baz(PO,), oder Phosphate der 3. Hauptgruppe wie
AIPO, oder Phosphate der 3. Nebengruppe wie ScPOy,,
YPO, und LaPO, oder Phosphate der Lanthaniden wie
LaPO,, PrPO,, SmPO,, EuPO,, GdPO,, YbPO, und
LuPO, oder Phosphate der 4. Nebengruppe wie Ti;
(POy4)4, Zr3(POy)4 und Hf3(PO,), verwendet werden.
Als Metaphosphate mit einer Kettenlange n zwischen 3
und 9 kénnen zum Beispiel Metaphosphate der 1.
Hauptgruppe wie Li3(PO3)3, Naz(POs)3, K3(PO3)s, Rbs
(PO3)3 und Cs3(POgs); oder Metaphosphate der 2.
Hauptgruppe wie Mg(POs),, Ca(POs),, Sr(PO3), und
Ba(PO3), oder Metaphosphate der 3. Hauptgruppe wie
Al(POs3); oder Metaphosphate der 3. Nebengruppe wie
Sc(PO3)3, Y(PO3); und La(PO3); oder Metaphosphate
der 4. Nebengruppe wie Ti3(PO3),, Zr3(PO3), und Hfy
(PO3), oder Zn(PO3), eingesetzt werden. Als Polyphos-
phate kénnen beispielsweise Polyphosphate (M,PO3),
der Metalle Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Sc, Y,
La, Ti, Zr, Hf, Zn Pr, Sm, Eu, Gd, Yb oder Lu mit einer
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Kettenlange n zwischen 101 und 108 und mit einem Wert
fur x, der je nach Oxidationsstufe des verwendeten Me-
talls zwischen 0.25 und 1 liegt, Verwendung finden. Bei
all diesen Polyphosphaten kénnen Metall-Kationen par-
tiell auch durch Protonen ersetzt sein. Es kdnnen aber
auch Hydrogenphosphate wie beispielsweise KH,PO,,
NaH,PO, und NH4H,PO, oder Diamant in der UV-Licht
reflektierenden Schicht 8 verwendet werden.

[0026] Der Teilchendurchmesser der verwendeten
Materialien sollte kleiner als 300 nm sein und liegt vor-
zugsweise in einem Bereich zwischen 20 und 150 nm.
Es ist besonders vorteilhaft, wenn eine breite Verteilung
Uber diesen Bereich der Teilchendurchmesser vorliegt,
da dies das Verhaltnis Reflexion des UV-Lichts zu Re-
flexion des sichtbaren in die gewlinschte Richtung be-
einflusst.

[0027] Alternativ knnen die Suspensionen auch Vor-
stufen zu den erfindungsgemaRen Teilchen enthalten,
die dann durch thermische Behandlung in die ge-
wiinschten Teilchen Uberfihrt werden. So kann bei-
spielsweise eine Suspension mit Mg(OH), nach Auf-
bringen auf die dielektrische Schicht 4 thermisch in eine
Schicht aus MgO Uberflihrt werden.

[0028] Die Herstellung der Suspensionen erfolgt be-
vorzugt in wassriger Lésung. In manchen Fallen kann
es notwendig sein, mit organischen Ldsungsmittelsy-
stemen zu arbeiten, beispielsweise wenn das verwen-
dete Pulver mit Wasser chemisch reagiert oder sich dar-
in 16st.

[0029] Die Herstellung der Suspensionen erfolgt je
nach Material und Teilchendurchmesser auf unter-
schiedlichen Wegen. Eine Mdglichkeit ist, dass die Teil-
chen aus geeigneten Vorstufen synthetisiert werden.
Die andere Mdglichkeit ist, dass die Teilchen direkt ein-
gesetzt werden.

[0030] Im Fall, dass bei Herstellung der Suspensio-
nen Teilchen aus Vorstufen hergestellt werden, werden
zunachst Metallsalze in Wasser geldst. Die Metallsalze
haben die Zusammensetzung MX,,-'yH,0, wobei M zum
Beispiel ein Metall oder mehrere Metalle ausgewahit
aus der Gruppe Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Al,
Sc, La, Y, Sn, Ti, Zr, Hf, Ag, Pb, Cu, Pr, Sm, Eu, Gd, Yb,
Lu und Zn ist. X ist beispielsweise eines oder mehrere
der Anionen NO5", RO, R-COO-, -O,C-CO," wahrend y
eine Zahl grofker oder gleich Null und n eine ganze Zahl
zwischen 1 und 4 je nach Oxidationsstufe des Metallka-
tions M"* ist. Als Alkoxide RO- kdnnen beispielsweise
Propoxid und Butoxid verwendet werden. Als Carboxy-
late kbnnen zum Beispiel Acetate, Propionate oder Bu-
tyrate verwendet werden.

[0031] Die erfindungsgemaflen Teilchen mit einem
Teilchendurchmesser kleiner 300 nm werden dann ent-
weder durch thermische Behandlung wie zum Beispiel
Erhitzen unter Ruckfluss, durch saure Behandlung wie
beispielsweise Zugabe von Essigsaure, durch alkali-
sche Behandlung wie Zugabe von Natronlauge oder
Aufleiten von Ammoniak und/oder durch Zugabe des
gewlinschten Gegenions erhalten. Die Gegenionen
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werden als Salze zu der wassrigen Metallsalzlésung ge-
geben und kénnen beispielsweise Ammoniumsalze wie
NH,4F oder Phosphate wie Natriummetaphosphat oder
langkettige Polyphosphatsalze sein.

[0032] Die erhaltenen Suspensionen werden mit ei-
nem Assoziativverdicker und/oder einem Dispergiermit-
tel versetzt.

[0033] Alternativ kdnnen Teilchen wie beispielsweise
Li,O, MgO, Ca0, SrO, BaO, B,0,, Al,04, Sc,03, Y503,
La,03, SiO,, GeO,, SnO,, TiO,, ZrO,, HfO, oder
MgAIl,O, mit einem Teilchendurchmesser kleiner 300
nm auch direkt in wéssriger Losung suspendiert und an-
schlieBend mit einem Assoziativverdicker und/oder ei-
nem Dispergiermittel versetzt werden.

[0034] Die Teilchen kénnen durch Mahlen mit einer
Kugelmuhle mit und ohne Riihrwerk, Riihren mit einem
Dissolver, Scherdispergieren mit einem Ultraturrax-Ge-
rat, ein Ultraschallbad oder eine Ultraschallsonotrode
dispergiert werden.

[0035] Die Suspensionen kdnnen weiterhin noch mit
Additiven versetzt werden, die die FlieReigenschaften
der Suspensionen modifizieren und ihnen thixotrope Ei-
genschaften verleihen. Als solche Additive kénnen klei-
ne Zusatze von organischen, I6slichen Polymeren wie
Polyvinylalkohol, Polyacrylatderivate, assoziativ wir-
kenden Verdickern oder vollsténdig dispergierte Kollo-
ide verwendet werden.

[0036] Die auf diese verschiedenen Arten erhaltenen
Suspensionen kdnnen durch verschiedenste Verfahren
wie beispielsweise Spincoating Meniscuscoating, Bla-
decoating, Siebdruck oder Flexodruck auf die dielektri-
sche Schicht 4 der Frontplatte 1 aufgebracht werden.
[0037] Zur Trocknung der aufgebrachten Schicht wird
diese mit Umluft, Warme, Infrarotstrahlung oder Kombi-
nationen davon behandelt. Um eine Rissbildung in der
Schicht durch Schrumpfung zu verhindern, wird die
Trocknung ausreichend langsam durchgefiihrt. Zur Ent-
fernung der zugesetzten Stoffe wie der Elektrolyte, der
Dispergiermittel oder der Polymere werden die Schich-
ten nochmals thermisch nachbehandelt. Durch Erhitzen
der Schichten auf 450 °C koénnen die Zusatze rick-
standsfrei entfernt werden. In einigen Fallen kann es n6-
tig sein, Temperaturen von 600 °C anzuwenden, um ei-
ne vollstdndige Pyrolyse der Polymere zu erreichen. Im
Fall, dass die aufgebrachte Suspension eine Vorstufe
zu einem erfindungsgemaRen Teilchen enthalt, findet
bei der thermischen Behandlung auch die entsprechen-
de Umwandlung statt.

[0038] Als Gas fiur die Plasmaentladung kann bei-
spielsweise ein Edelgashalogenid, wie zum Beispiel
ArF, KrCl, KrF, XeBr, XeCl, XeF, ein Ne/N,-Gemisch
oder Quecksilberdampf verwendet werden.

[0039] In der Leuchtstoffschicht 10 werden Leucht-
stoffe verwendet, die sich von Wellenlangen > 172 nm,
insbesondere in einem Wellenlangenbereich zwischen
200 und 350 nm, anregen lassen.

[0040] Als blau-emittierender Leuchtstoff kann bei-
spielsweise BaMgAl,,O47:Eu, (Ba,_,Sr,)5(PO4)3(F,Cl):
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Eu mit 0 < x < 1 oder (Bay_,.,Sr,Cay)5(PO,4)3(F,Cl):Eu
mit 0 < x < 1 verwendet werden.

[0041] Als griin-emittierender Leuchtstoff kann zum
Beispiel Zn,SiO4:Mn, BaAl;,049:Mn, Y,SiOg:Th,
CeMgAl{1049:Tb, (Y1,Gd,)BO3:Tb mit0<x <1, InBO3:
Tb GdMgBs04o:Ce, Tb oder LaPO,:Ce,Tb eingesetzt
werden.

[0042] Als rot-emittierender Leuchtstoff kann bei-
spielsweise Y,03:Eu, Y,0,S:Eu, YVO,:Eu, Y(V,,P,)
O4Eumit0<x<1, (Yq,Gd,),03:Eumit 0 <x <1 oder
(Y4,Gd,)BO5:Eu mit 0 < x < 1 verwendet werden.
[0043] Zur Herstellung einer segmentierten Leucht-
stoffschicht 10 wird nach bekannten Verfahren eine
Leuchtstoffzubereitung mit einem griin-, rot- oder blau-
emittierenden Leuchtstoff hergestellt und diese mittels
Trockenbeschichtungsverfahren, z. B. elektrostatische
Abscheidung oder elektrostatisch unterstitztes Bestau-
ben, als auch mittels Nassbeschichtungsverfahren, z.
B. Siebdruck, Dispenserverfahren, bei denen eine
Leuchtstoffzubereitung mit einer sich dem Kanalen ent-
lang bewegenden Dise eingebracht wird, oder Sedi-
mentation aus der flissigen Phase, auf eine Tragerplat-
te 2 ausgestattet mit einer Rippenstruktur 12 mit Trenn-
rippen und Adresselektroden 10 aufgebracht. Anschlie-
Rend wird dieses Verfahren fur die beiden anderen Far-
ben durchgefihrt.

[0044] Die Tragerplatte 2 wird zusammen mit weite-
ren Komponenten wie zum Beispiel einer Frontplatte 1
und einem Gas zur Herstellung eines Plasmabild-
schirms verwendet.

[0045] Bevorzugt wird die UV-Licht reflektierende
Schicht 8 bei AC-Plasmabildschirmen, bei denen die
Ansteuerung der Plasmazellen durch Wechselspan-
nung erfolgt und bei denen die Entladungselektroden
6,7 von einer dielektrischen Schicht 4 bedeckt sind, ver-
wendet. Grundsatzlich kann eine UV-Licht reflektieren-
de Schicht auch bei DC-Plasmabildschirmen eingesetzt
werden, bei denen die Entladungselektroden 6,7 nicht
von einer dielektrischen Schicht 4 bedeckt sind.
[0046] Im folgenden werden Ausfihrungsformen der
Erfindung erlautert, die beispielhafte Realisierungs-
mdglichkeiten darstellen.

Ausflhrungsbeispiel 1

[0047] Zur Herstellung einer Siebdruckpaste wurden
100 g p-Menth-1-en-8-ol, welches 5 Gew-% Ethylcellu-
lose enthielt, 2.7 g eines Thixotropiermittel und 12 g
SiO, mit einem Teilchendurchmesser zwischen 20 und
110 nm gemischt und anschlieBend durch zweimalige
Passage eines Dreiwalzenstuhls dispergiert.

[0048] Mittels Siebdruck wurde eine Schicht aus
SiO,-Partikeln als UV-Licht reflektierende Schicht 8 auf
die dielektrische Schicht 4 einer Frontplatte 1, welche
eine Glasplatte 3, eine dielektrische Schicht 4 und zwei
Entladungselektroden 6,7 aufweist, aufgebracht. Die di-
elektrische Schicht 4 enthielt PbO und die beiden Ent-
ladungselektroden 6,7 waren aus ITO. Die Frontplatte
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1 wurde zunachst getrocknet und dann 2 h einer ther-
mischen Nachbehandlung bei 450 °C unterzogen. Die
Schichtdicke der UV-reflektierenden Schicht 8 aus SiO,
betrug 4.0 um. Anschlieend wurde die UV-Licht reflek-
tierende Schicht 8 mit einer Schicht aus MgO bedampft,
welche eine Schichtdicke von 730 nm aufwies. Die fer-
tige Frontplatte 1 wurde zusammen mit einer Tragerplat-
te 2 und einen Gas zum Bau eines Plasmabildschirms
verwendet, der erhdhte Luminanz aufwies. Das Gas
enthielt 90 Vol.-% Ne and 10 Vol.-% N,.

[0049] InFig. 2 zeigt Linie 15 die Reflexion der 4.0 um
SiOy-enthaltenen UV-Licht reflektierenden Schicht 8 als
Funktion der Wellenlange gezeigt. Linie 16 zeigt die Re-
flexion nachdem auf die UV-Licht reflektierende 8 die
730 nm dicke Schutzschicht 5 aus MgO aufgedampft
wurde.

Ausfiihrungsbeispiel 2

[0050] 150 g Al,O3, welches durch Flammenpyrolyse
hergestellt wurde und einen Teilchendurchmesser bis
zu 200 nm aufweist, wurde langsam in eine 0.005 mo-
lare Lésung von Ammoniumacetat in 500 ml destillier-
tem Wasser mit einem Ruhrer eingerthrt. Nach been-
deter Zugabe wurde die erhaltene Suspension 15 min
mit einer Ultraschallsonotrode behandelt. Unter Riihren
wurde die Suspension mit 25.0 ml einer 4.7%igen wass-
rigen Polyvinylalkohol-Lésung versetzt. AnschlieRend
wurde die Suspension durch Filtration gereinigt.
[0051] Mittels Spincoaten wurde eine Schicht von
Al,O5-Partikeln als UV-Licht reflektierende Schicht 8
auf die dielektrische Schicht 4 einer Frontplatte 1, wel-
che eine Glasplatte 3, eine dielektrische Schicht 4 und
zwei Entladungselektroden 6,7 aufweist, aufgebracht.
Die dielektrische Schicht 4 enthielt PbO und die beiden
Entladungselektroden 6,7 waren aus ITO. Die Frontplat-
te 1 wurde zunachst getrocknet und dann 2 h einer ther-
mischen Nachbehandlung bei 450 °C unterzogen. Die
Schichtdicke der UV-reflektierenden Schicht 8 aus
Al,O3 betrug 2.0 um. Anschlieend wurde die UV-Licht
reflektierende Schicht 8 mit einer Schicht aus MgO be-
dampft, welche eine Schichtdicke von 600 nm aufwies.
Die fertige Frontplatte 1 wurde zusammen mit einer Tra-
gerplatte 2 und einen Gas zum Bau eines Plasmabild-
schirms verwendet, der erhdhte Luminanz aufwies. Das
Gas enthielt KrF

Patentanspriiche

1. Plasmabildschirm ausgeristet mit einer Frontplatte
(1), die eine Glasplatte (3), auf der eine dielektri-
sche Schicht (4), eine UV-Licht reflektierenden
Schicht (8) und eine Schutzschicht (5) aufgebracht
sind, aufweist, mit einer Tragerplatte (2) ausgestat-
tet mit einer Leuchtstoffschicht (10), mit einer Rip-
penstruktur (13), die den Raum zwischen Frontplat-
te (1) und Tragerplatte (2) in Plasmazellen, die mit
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einem Gas gefiillt sind, aufteilt, mit einem oder meh-
reren Elektroden-Arrays (6,7,11) auf der Frontplatte
(1) und der Tragerplatte (2) zur Erzeugung von stil-
len elektrischen Entladungen, bei denen UV-Licht
mit einer Wellenlange > 172 nm entsteht, in den
Plasmazellen.

Plasmabildschirm nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass bei den stillen elektrischen Entladungen
UV-Licht mit einer Wellenlange zwischen 200 und
350 nm entsteht.

Plasmabildschirm nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Gas ausgewahlt ist aus der Gruppe
Quecksilberdampf, Ne/N, und der Edelgashaloge-
nide.

Plasmabildschirm nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) ein Ma-
terial ausgewahlt aus der Gruppe der Metalloxide,
Metallfluoride, der Metallphosphate, der Metallpo-
lyphosphate, der Metallmetaphosphate, der Metall-
borate und Diamant enthalt.

Plasmabildschirm nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) Teil-
chen mit einem Teilchendurchmesser kleiner 300
nm enthalt.

Plasmabildschirm nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) Teil-
chen mit einem Teilchendurchmesser zwischen 20
nm und 150 nm enthalt.

Plasmabildschirm nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die UV-Licht reflektierende Schicht (8) eine
Dicke von 0.5 um bis 5 um aufweist.
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